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1. P800Flash 编程器简介

P800Flash 是广州致远电子有限公司历经十多年的编程技术积累，深耕打造的一款脱机、

座烧、量产型的 Flash 编程器；它能支持各种封装的 EEPROM Flash、SPI NorFlash、Parallel 

NorFlash、NandFlash、SPI NandFlash、eMMC 等存储器。P800Flash 颠覆了传统烧录器的设

计理念，积极创新，走上了属于自己的一条独特设计道路；它既能够实现对存储器芯片(包

括了大容量的 eMMC 和 Nand Flash)快速、稳定批量烧录，又兼顾了各种便捷、智能和灵活

的用户体验需求；其烧写效率高，性能优异，非常适合工厂批量生产、产品维修、研发实验

室甚至自动化设备接入使用。 

图 1.1  P800Flash 编程器 
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2. NandFlash 简单介绍

NandFlash 是目前市场上使用非常广泛的一种芯片，而由于 NandFlash 的本身工艺的特

殊性，就已经决定了它与其他类型的 Flash 有着与众不同的区别。 

2.1 NandFlash 的特殊性 

2.1.1 存在坏块 

由于 NandFlash 生产工艺的原因，出厂芯片中会随机出现坏块。坏块在出厂时已经被初

始化，并在特殊区域中标记为不可用，而在使用过程中如果出现坏块，也需要进行标记。 

2.1.2 易出现位翻转 

NandFlash 由于本身硬件的内在特性，会导致（极其）偶尔的出现位反转的现象。如果

位反转出现在关键文件上，会导致系统挂机；所以在使用 NandFlash 的同时，建议使用 ECC

算法确保可靠性。 

2.1.3 存在 Spare area (OOB 区) 

正因为 NandFlash 有着坏块、易反转两项特殊地方，Spare area 就扮演作存放坏块标志、

ECC 值以及芯片信息和文件信息的作用。 

2.1.4 多维的空间存储结构 

NandFlash 一般由 Block、Page 结构组成，其中 Page 又由 Data area 和 Spare area(OOB

区)构成。所以在有的文件系统中就衍生出各种分区信息和扇区信息等。 

2.2 NandFlash 烧录的复杂性 

2.2.1 处理坏块 

由于 NandFlash 存在坏块，导致地址空间不是连续的。所以正确的处理坏块是保证 Nand 

Flash 烧录后能够正常运行的关键。从大的方面来说，处理坏块常用的、最有效的主要为两

种方法：跳过和替代。也有部分客户为了使用方便，并没有把坏块处理的概念引入，直接在

坏块上写过，这种方法叫做硬拷贝，虽然简单，但容易产生很多不稳定的因素。我司编程器

在出厂的时候为每一种 NandFlash 配置标准的坏块处理方式有跳过、保留替代和硬拷贝方

式。 

2.2.2 计算 ECC 

ECC 算法具有查错、纠错的功能，并且在 NandFlash 使用的大多数环境，需要带有 ECC

算法的；由于 ECC 算法比较多，每个算法个体又具有比较强的可变性(位组织，分段计算等)，

而且在 Spare 区(OOB 区)存放的位置也不能统一，所以无法做成统一的算法。我司编程器在

出厂的时候默认使用有几种的 ECC 算法，可供使用参考。 

2.2.3 启动代码区的检查 

在启动区的代码要求存放在 NandFlash 对应块中是没有坏块的，一旦坏块出现，程序在

NandFlash 中启动就会失败。用户可以定制启动代码检查并报错功能。 

2.2.4 分区烧录(Partitioning) 

NandFlash 在配合 CPU 一起运行的过程中，一些代码或者文件是需要从一个确定的地址

读入运行的。所以在烧录过程中，烧录数据文件为多个，或者由多个数据文件合成的烧录档
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案，需要进行分区并且定位烧录，这种方式我司称之为分区烧录模式，用户可以结合其 ECC

等功能，向我司定制。 

2.2.5 非标准的坏块标志 

一些用户为其系统的保密性，公司内部技术的兼容性，将坏块标志放在非标准的位置，

或者使用非 0xFF 作为好块标志并带有其他意义(如只读)。如有这样的情况，请用户给予说

明并定制算法。 

2.3 NandFlash 缩写名称介绍 

2.3.1 OOB 

Out Of Band，即备用区（Spare Area），用于存放坏块标记、ECC 等值。 

2.3.2 ECC 

ECC 的全称是 Error Checking and Correction，是一种用于 NandFlash 的差错检测和修正

算法。 

2.3.3 BBT 

Bad Block Table，即坏块表，记录坏块位置的表，方便系统快速找到坏块位置。 

2.4 分区格式介绍 

2.4.1 .mbn 文件格式 

图 2.4.1 .mbn 分区格式 

2.4.2 .def 文件格式 

图 2.4.2 .def 分区格式 
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2.5 NandFlash 编程器的烧录流程 

编程器软件执行烧写 NandFlash 流程： 

图 2.4.3  定制烧写流程 
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3. NandFlash 烧录方案信息表

申请人基本信息 

申请单位 联系人

联系方式 邮箱 

器件厂家 器件型号 

Nand Flash 算法信息需求（软件技术人员填写） 

一、 您使用的是哪一种处理坏块方式？ 

答：A.跳过坏块  B.替换表  C.硬拷贝方式  D.分区烧录模式  E.其他 

若是使用了其他的坏块处理方案，请问是否能提供详细的坏块管理文档说明？ 

A.可以(提供文档说明) B.不可以

二、 您的数据文件的格式是什么？有多少个烧写的数据文件？请详细描述待烧录的数据文件在芯片存储

空间的固定烧录地址。 

答：1)、数据文件格式： 2)、数据文件个数： 3)、各个数据文件对应 IC 的地址：

起始块 Flash 物理地址 烧写的块数量 文件名字 

三、数据文件是否包含有 spare area(00B)？ 

答：A.包含 B.没有包含

若数据文件没有包含 spare area(00B)，请问 spare area(00B)是填充 0xff 还是填充 ECC？ 

A.填充 0xff B.填充 ECC

   若数据文件没有包含 spare area(00B)，并需要填充 ECC，且要求由我们来计算的，是否能提供 ECC

算法以及 C 源码。并且提供几个完整的页数据镜像文件（含 spare area(OOB 区)）。 

A.能提供(ECC 算法以及 C 源码) B.不能提供

若数据文件没有包含 spare area(00B)，需要填充 ECC 的，请问每个文件是否使用相同的 ECC？ 

A. 相同 B.不相同

四、烧录的数据文件是否改变了坏块标志位，如果改变了，重新存放在什么地方？ 

答：没有改变   B.改变了，存放地址为；

五、烧录的数据文件是否有启动代码（boot）？若有，启动代码占用多少个 block？启动代码允许有坏块吗？

如果有坏块，是否不可以继续编程？ 

答：； 

六、是否使用了文件系统？例如 UBI 文件系统 

答：A.使用   B.不使用 

  如果使用，您是否可以提供文件系统的描述（代码，文档）。请简要描述一下您要求的文件系统。 

A.可以提供,； B.不可以

七、如果您有其他的要求我们没有涉及到的，请您描述，我们会努力满足您的需求。 

鉴于 NandFlash 烧录的特殊性，我司定制 NandFlash 烧录方案的，起价收费标准：￥ ；如需了

解更多的信息，请打 020-22644360 电话沟通或者发邮件 tools@zlg.cn 咨询。 
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4. NandFlash 烧录功能介绍

4.1 创建 

点击【创建】按钮，可以创建工程，如图 4.1 所示： 

P800Flash 编程器在烧录之前，要求用户必须先创建工程；创建工程，可以实时记录并 

保存当前用户的操作设置，待用户验证完成之后，批量生产时，打工工程，即可实现一键烧

录，免去再次的繁琐的重复操作设置和重复的验证工作。 

图 4.1 主界面 

4.1.1 新建工程 

点击【创建】按钮后，进入新建工程，如图 4.1.1 所示的页面： 

 工程名称：点击输入框，即可输入新建的工程名称（注：使用字母或数字）。

 工程类型：存放工程的路径，可以是本机、SD 卡、U 盘。

图 4.1.1  新建工程 
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4.1.2 芯片选择 

点击【新建】，进入如图 4.1.2 所示芯片选择页面： 

用户在【检索】编辑框中，输入需要烧录的芯片名称，点击对应的芯片之后，在【选中

芯片】一栏中即可显示对应的芯片名称。 

图 4.1.2  芯片选择 

4.1.3 烧录方式 

进入【芯片选择】页面，用户可以选择烧录方式，如图 4.1.3 所示的页面： 

编程器提供有两种烧录方式：【在板烧录】和【座烧】； P800Flash 只支持座烧方式，即 

裸片烧录（芯片先烧录，后贴板）；并且通过【平台信息支持】，可以查询到当前选中芯片的 

所对应的适配器型号。 

图 4.1.3  芯片选择 
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4.2 配置 

点击【配置】，进入如图 4.1.4 所示配置芯片信息页面： 

进入配置界面：页面包括【芯片选择】、【通道配置】、【组合配置】、【烧写配置】、【高级

配置】、【校验和】、【系统设置】：  

图 4.1.4 主界面 

图 4.1.5  配置界面 

4.2.1 芯片选择 

点击【芯片选择】，进入如图 4.2.1 所示的页面： 

芯片选择，可以选择芯片型号、烧录方式，并可以查询芯片对应的适配器等相关信息。 

在新建工程中，已选择了芯片型号、烧录方式和适配座型号，在该【芯片选择】配置无需再

重复操作。 
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图 4.2.1  通道配置 

4.2.2 通道配置 

点击【通道配置】，如图 4.2.2 所示的页面： 

通道配置，用来使能对应芯片放置并烧录的通道，编程器只默认使能了第一通道。 

图 4.2.2  通道配置 

4.2.3 组合配置 

点击【组合配置】，进入如图 4.2.3 所示的页面： 

组合配置是批处理动作，目的是简化在进行工厂批量生产环节的人工动作。客户可编辑 

所执行的操作步骤，达到一键实现的目的。（如上图在执行组合或者量产的时候按顺序对芯

片执行：擦除、编程和校验操作）。 
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重要说明：NandFlash 由于其工艺的特殊性，烧录的方式与其他芯片有着很大的差异性，

所以在“组合”或者“量产”烧录模式下，请按照默认配置即可！ 

编程器在“组合”或者“量产”下，烧录 NandFlash 正常流程如下：【扫描并记录整片

芯片坏块】---->【执行整片擦除】---->【烧写一块】----->【校验一块】---->【烧写下一块】

----->【校验下一块】..............。 

图 4.2.3  组合操作 

4.2.4 烧写配置 

点击【烧写配置】，进入如图 4.2.4 所示的页面： 

图 4.2.4  操作选项 

1. 烧录模式：

烧录模式有两种：普通模式和高速模式：

 【普通模式】：对存储 SD 卡没有要求，但烧写速度较慢；

 【高速模式】：必须使用原厂提供的高速 SD 卡，烧写速度快；

2. 文件调入：
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         文件调入方式有两种：调入多个数据文件和调入镜像数据文件+分区文件： 

 【调入多个数据文件】：根据用户分区地址，依次调入各个数据文件； 

       在【烧写配置】界面，点击【调入文件】，打开烧写的数据文件后，进入如图 4.2.5

所示的页面： 

 

图 4.2.5  文件配置 

 起始地址和块地址： 

用来设置烧写的数据文件在芯片起始固定地址；起始地址：用 16 进制显示，

显示没有包含 OOB 区域的物理地址；起始块：十进制表示，表示芯片块地

址；两个只需填写一个即可，两者会自动换算的; 

 文件自带 OOB 区域： 

调入的数据文件，已经包含了 OOB 区域，则默认该设置； 

 ECC 计算方案： 

调入的数据文件并没有包含 OOB 区域的，那么就需要在 OOB 区域填充

0xFF 或者 ECC 计算数据，否则调入的数据文件在编程器软件的缓冲区发

生错乱。 

 特殊处理： 

在 ECC 计算方案的前提下，需要再继续定制方案； 

 自定义数据： 

用户需求在 OOB 区域设置其他数据的，可以设置固定设置；自定义数据只

能在 OOB 区域设置； 

 自定义页规格： 

用来计算 ECC 数据使用的大页方式或者小页方式。 

 

 【调入镜像数据文件+分区文件】：用户已有分区文件（.mbn 或.def 格式）和

镜像数据文件，可同时加载镜像数据文件和分区文件到编程器软件缓冲区内； 

  在【烧写配置】界面，点击【调入文件】，打开烧写的分区文件后，进入如图 4.2.6
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所示的页面： 

图 4.2.6 调入分区 

图 4.2.7 调入烧写数据文件 

3. 删除：

可以执行删除分区列表的文件；若是某些分区列表的文件不需要烧写的，选中该分

区，执行【删除】，即可去掉该分区。 

4. 导出分区：

导出分区列表的分区文件，编程器软件支持保存的文件格式为.mbn 和.def；

5. 坏块管理：

坏块管理方案种类众多，大部分很多都是用户定制的，点击编程器软件的【坏块管

理】，进入如图 4.2.8 所示的页面： 
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图 4.2.8 坏块方案配置 

 【跳过坏块】：烧录时遇到坏块，直接跳到下一块烧录；

 【通用 BBT】：属于定制类坏块管理方案；

 【硬拷贝】：无论芯片是否有坏块，都会对应作一一拷贝，出错也不提示；

 【通用替换表】：根据用户方案规则，预留芯片某些区域，用来替换烧写时遇

到的坏块；

6. 母片分析：

在【烧写配置】界面，点击【母片分析】，进入如图 4.2.9 所示的页面：

母片分析是一种读母片数据的烧录方案，用户在不完全清楚烧录方案的情况下，可

通过使用母片分析方式作烧写测试： 

图 4.2.9  母片分析 

 【文件】：分析的对象为芯片的镜像数据文件(即整个芯片容量的数据文件)；

 【母片】：分析的对象为可以正常运行的芯片作为母片；注：分析时母片需要

放置在编程器的第一个烧录座上；
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 【预设分区】：通过预设分区，可以更加准确分析芯片的数据布局；

 序号：显示预设分区的文件的序号，从“0”开始；

 起始块：每个分区文件烧写的起始块地址，十进制显示；

 添加：可以通过“添加”按钮，预设每个分区文件的起始块；

 删除：可以删除已经预设好的分区列表文件；

 导入：用户已有分区文件，可以直接导入，无需依次“添加”；编程器软

件支持的分区文件格式有两种：.mbn 和.def；

 【Data】：勾选“Data”，分析区域仅为 Data 区域；同时勾选 Data、Spare，那

么分区的区域为所有区域数据；

 【Spare】：勾选“Spare”，分析区域仅为 Spare 区域同时勾选 Data、Spare，那

么分区的区域为所有区域数据；

 【自动纠正错误位】：由于芯片极其容易出现位翻转的现象，在读取母片数据

时，可以通过勾选该选项，认为在安全范围之内，出现个别位翻转，属于正

常现象，软件自动修正为 0xFF；

 【分析方式】：分析数据时，用来判别是否把坏块也一起作分析处理；

 默认方式：分析母片时，遇到坏块，直接跳过读取下一块；

 忽略坏块：分析母片时，遇到坏块，把坏块数据一起读取出来；

 特征码：  定制的方案；

 【开始分析】：点击“开始分析”，即可开始分析母片数据；

7. 分区列表；

分别列表用来确定每个数据文件在芯片的起始块地址和烧写的块数；量产烧写时，

编程器将会严格执行分区列表的设置进行烧写！： 

 【序号】：从“0”开始，排序显示数据名字；

 【起始块】：每个数据文件的烧写起始块地址，十进制显示；

 【块数】：每个数据文件的要烧写的块数，十进制显示；

 【块限制】：可以控制每个数据文件的在该分区内允许出现的坏块数量，十进

制显示；“0”表示不允许，其他数值表示允许出现的坏块数量；



广州致远电子有限公司

量产型 Flash 编程器 

产品用户手册 ©2018 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.. 

15 

P800Flash

图 4.2.10  分区列表 

4.2.5 高级配置 

点击【高级配置】，进入如图 4.2.11 所示的页面： 

【高级配置】有以下各个子功能：【检测坏块】、【坏块识别】、【校验配置】、【擦除配置】、

【读取配置】和【常用配置】 

图 4.2.11  高级配置 

1. 检测坏块：

可全面扫描芯片的坏块，并通过保存日记，记录当前测试的状况。
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图 4.2.11  坏块检测 

2. 坏块识别：

坏块识别的方式有多种，编程器默认判断的方式为识别芯片的坏块标志位是否为

0xFF'； 

图 4.2.12  坏块识别 

3. 校验配置：
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图 4.2.13  校验配置 

 【校验允许容错位】：由于 NandFlash 的生产工艺特殊性，芯片是极其容易出

现位翻转的现象，通过设置“校验允许容错位”，即可在“组合”或者“量产”

下通过数据校验；编程器软件有默认的设置数值，用户也可以根据自己的ECC

算法的纠错能力手动配置。

 【组合/量产的校验失败后】：这个选项由用户烧录方案决定；编程器软件默认

为校验失败后，直接报错并停止烧录。

4. 擦除配置：

用来设置对芯片的擦除操作。

图 4.2.14  擦除配置 

 【全片擦除】：用来整片擦除芯片；擦除前，会先扫描整个芯片的坏块，坏块

不做擦除处理；

 【分区列表擦除】：按照分区列表设置的地址范围擦除，擦除前，会先扫描整
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个芯片的坏块，坏块不做擦除处理； 

 【强制擦除】：勾选“强制擦除”和全片擦除，会对整个芯片进行擦除，无需

扫面坏块

 【擦除失败不报错，只是提示】：在执行擦除动作时，某些块可能出现无法擦

除，那么可以直接跳到下一块继续擦除，直到芯片执行完擦除操作；

5. 读取配置：

图 4.2.14  读取配置 

 【全片读取】：读取的地址范围为整个芯片的容量，包括坏块等；

 【分区列表读取】：读取的地址范围为分区列表设置的地址范围，包括坏块等； 

6. 常用配置：

图 4.2.15  常用配置 

 【自动管脚检测】：在量产模式下，通过管脚检测来判断取、放芯片；

 【检测期间 ID】：读取芯片的 ID 号，可以用来判断芯片的型号；

 【量产时不烧空片】：该功能只在“普通模式”下使用，勾选之后，若是缓冲
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区的任意一个块有空页(0xFF)，则跳过该页，不作烧录处理； 

 【全片至少可用好块】：一个芯片出现的坏块的数量是有限的，可以通过设置

该数值，来筛选一下不良的芯片；

4.2.6 缓冲区 

可以显示当前“烧写”或者“读取”的数据，通过输入某一块的某一页的，即显示当前

一个页的数据； 

图 4.2.9  数据显示 

重要说明：编程器软件支持双缓冲区功能，把烧写的数据和读取芯片的数据独立分开，

既可避免用户因误点击【读取】的违规操作，导致批量生产事故，又可将烧写的数据和读取

的数据作对比验证，安全而便捷。 

【保存文件】功能，用户既可以保存“烧写”缓冲区的数据，也可以保存“读取”缓冲

区数据；且用户可以任意设置保存的文件长度以及保存的路径！ 

注意：用户想要烧录读取芯片的数据，就必须先保存读取到缓冲区的数据，然后再前往

在【烧写配置】界面上，执行调入文件操作！ 
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图 4.2.10  保存文件 

4.2.7 校验和 

计算数据校验和，数据校验和的值在工程文件下显示。 

图 4.2.16  常用配置 

 【SUM】：计算数据的累加和；

 【CRC32】：通过 CRC32 算法，计算数据校验和；

 【MD5】：通过 MD5 算法，计算数据校验和；

4.3 保存 

点击【保存】，用来保存工程，如图 4.3 所示的页面： 

通过【创建】工程，设置【配置】完成之后，点击【保存】，即可保存用户当前所有的 

设置；用户批量生产时，直接打开已创建的工程，便可实现一键烧录。 

重要说明：保存工程文件时强烈建议“计算数据校验和”；数据校验和的值，会在工程
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文件下面显示，可方便工厂核对校准！ 

图 4.3 主界面 

4.4 操作 

点击【操作】，用来对芯片执行烧录，如图 4.4 所示的页面： 

进入【操作】界面：页面包括【擦除】、【查空】、【烧写】、【校验】、【组合】、【量产】， 

如图 2.3 所示： 

图 4.4 主界面 
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图 4.5 操作界面 

 【读取】：对芯片的数据进行读取操作。

 【擦除】：根据配置选项中配置的是全片擦除还是分区列表擦除在这里点击擦除的时候

会对使能通道的芯片进行擦除芯片内容。

 【查空】：检测当前的芯片是否全部是芯片的默认数据。

 【烧写】：根据配置选项中设置的烧录区域中的内容烧录到芯片对应的位置。

 【校验】：把缓冲区的数据，与芯片的数据进行比对。

 【组合】：根据组合配置中所设置的步骤按顺序执行上述的操作。

 【量产】：多个组合的执行过程。当完成一次组合之后检测芯片是否重新放置之后再次

执行组合操作。
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5. NandFlash 烧录基础操作流程

5.1 方式一、调文件方案 

该调文件方案，可支持调入一个数据文件或者多个数据文件；若用户是有多个数据文件

一起调入缓冲区的，请务必提供各个数据文件在芯片 Flash 空间的固定烧录地址，即分区文

件(Partitioning)。 

注：烧录之前，需要务必先把烧录文件保存在 SD 卡上！ 

案例操作演示：本调入方案的操作流程指南，仅供参考： 

本方案提供的 NandFlash 烧录要素： 

 烧写的芯片型号 W29N01GVSIAA，芯片规格是：（2048+64）*64*1024；

 提供有 7 个自带有 OOB 区域(spare area)的烧写数据文件；

 提供有分区文件，7 个文件都有固定的起始块地址；

 采用的坏块管理策略：跳过坏块'

7 个自带有 OOB 区域的烧录数据文件： 

图 5.1  数据文件 

数据文件分区，十进制显示： 

序号 文件名 起始块 结束块 块数 

0 File_1.bin 0 2 2 

1 File_2.bin 3 9 3 

2 File_3.bin 10 209 190 

3 File_4.bin 210 264 1 

4 File_5.bin 265 270 5 

5 File_6.bin 271 536 17 

6 File_7.bin 537 1023 2 

图 5.2  分区文件 
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5.1.1 创建工程 

点击【创建】，即可创建工程，如图 5.1.1 所示： 

图 5.1.1  主界面 

点击【创建】，进入【新建工程】页面，新建工程名称和工程类型，如图 5.1.2 所示： 

【工程名称】：工程名称由字母和数字组成； 

【工程类型】：存放的工程可以在本机、SD 卡或者 U 盘上； 

图 5.1.2  新建工程 

5.1.2 选择芯片 

完成输入【工程名称】之后，点击【新建】，进入【芯片选择】页面，如图 5.1.3 所示： 

选择对应芯片型号、烧录方式和适配座型号。 
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图 5.1.3  选择芯片 

5.1.3 烧录模式 

完成【芯片选择】操作之后，点击右上角的【OK】，进入【配置】页面，如图 5.1.4 所 

示；  

点击【烧写配置】，编程器提供有两种可选择的烧录模式：【高速模式】和【普通模式】： 

 【高速模式】：必须使用原厂提供的高速 SD 卡，特点烧录速度快；

 【普通模式】：对 SD 卡要求不高，缺点是烧录速度慢；

使用注意： 

 【高速模式】必须使用原厂提供的 SD 卡，可实现快速烧录，提高生产的效率。

 由于两种烧录模式的 SD 卡存储数据方式不同，切换【烧录模式】，编程器软件会

清空缓冲区数据和分区列表，用户必须要重新调入烧录的数据文件。

图 5.1.4  烧写配置 
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图 5.1.5  烧录模式 

5.1.4 调入文件 

选择好【烧录模式】之后，在【烧写配置】页面，点击【调入文件】，开始调入用户的

数据文件到编程器软件的缓冲区上。 

图 5.1.6  调入文件 

进入选择文件的界面，在文件类型(Type)处，默认选择格式：All file(*.*)，可显示所有

的文件。 
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图 5.1.7  选择文件的格式类型 

    打开保存在 SD 路径下的数据文件，并依次调入待烧录的数据文件。 

1. 调入第一个数据文件：

图 5.1.8  选择【File_1】数据文件 

重要说明：数据文件调入之后，会进入【文件配置】界面，用户可根据自己的烧录方案

选择以下三种方式： 

 若数据文件已经包含了 OOB 区域（Spare area），则默认【文件自带 OOB 区域】；

 若数据文件并没有包含 OOB 区域，则需要用户填充 0xFF 数据或者选择对应的

【ECC 计算方案】；

 若是烧录文件并没有包含 OOB 区域，且用户在编程器软件上也没有找到相对应的

【ECC 计算方案】，则需要做软件定制。

*该芯片的页规格是：2048+64，其中 2048 为芯片的数据区域，64 为芯片的 OOB 区域（Spare area）。 

该操作演示的数据文件已包含了 OOB 数据，编程器软件按照默认选择【文件自带 OOB
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区域】即可。 

图 5.1.9  文件包含了 OOB 区域 

设置数据文件的起始块地址： 

 起始地址：该地址是没有包含 OOB 区域数据的物理地址；

 起始块：该地址是芯片的实际的块地址，十进制显示模式。

这两个起始地址编程器软件会自动换算的，用户只需填写其中一个即可。 

图 5.1.10 设置起始块地址 

点击右上角的【OK】，第一个数据文件调入完毕，分区列表上就可显示出数据文件名字、

起始块地址和烧写的块数： 
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图 5.1.11 第一个数据文件调入完毕 

2. 调入第二个数据文件：

依据第一次调入数据文件过程，大部分的操作设置相一致，不同之处需要修改数据

文件的起始块地址。 

图 3.1.12  选择【File_2】数据文件 
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图 3.1.13 设置【File_2】数据文件的起始块地址 

点击右上角的【OK】，第二个数据文件也调入完毕： 

图 3.1.14【File_2】数据文件调入完毕 

3. 依次调入其他数据文件：

按照上述操作方式，依次把剩下的数据文件都调入到缓冲区上。在【烧写配置】界

面上，就会相应显示调入的文件名、起始块和烧写的块数。 
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图 3.1.15 所有的数据文件依次调入完毕 

5.1.5 坏块管理方案选择 

完成【调入文件】之后，需要选择对应的坏块管理方案； 

    本操作演示采用的坏块管理方案为跳过坏块方式，所以在【坏块管理】处选择：跳过坏

块。 

图 5.1.16  选择坏块管理方案 

点击左上角的【配置】，则完成数据文件调入和坏块管理方案的相关配置。 
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图 5.1.17  返回配置，完成相关配置 

5.1.6 通道配置 

在【配置】页面，点击【通道配置】，即可设置通道选择，编程器默认只使能了第一个 

通道，用户批量生产时，需求同时烧录多个芯片，则需要把需求的通道使能上。 

图 5.1.18  通道配置 

图 5.1.19  通道使能 
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5.1.7 保存工程 

完成【配置】设置后，返回【主界面】，首先要【保存】当前操作的工程文件； 

    重要说明：计算校验和会花费一定时间，为了保证工程文件数据的准确性，建议作计算

校验和；数据检验的值，会在工程文件下面显示，可方便工厂核对校准！ 

图 5.1.22  保存工程 

图 5.1.23  计算检验和 

图 5.1.24  数据检验和 
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5.2 方式二、调入镜像数据文件+分区文件方案 

用户提供芯片的烧录镜像数据文件和分区文件；镜像数据文件一般为.bin 格式，分区文

件目前编程器软件只支持了.mbn 和.def 两种格式。 

注：烧录之前，请先把镜像数据文件和分区文件保存在 SD 卡上！ 

案例操作演示：本调入方案的操作流程指南，仅供参考： 

提供的 NandFlash 烧录方案要素： 

 烧写的芯片型号 W29N01GVSIAA，芯片规格是：（2048+64）*64*1024；

 提供 132M 的镜像数据文件；

 提供.mbn 格式的分区文件；

 采用的坏块管理策略：跳过坏块'

镜像数据文件“Data.bin”和分区文件“Partition.mbn” 

图 5.2  数据文件和分区文件 

5.2.1 创建工程 

点击【创建】，即可创建工程，如图 5.2.1 所示： 

图 5.2.1  主界面 

点击【创建】，进入【新建工程】页面，新建工程名称和工程类型，如图 5.2.2 所示： 

【工程名称】：工程名称由字母和数字组成； 

【工程类型】：存放的工程可以在本机、SD 卡或者 U 盘上； 
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图 5.2.2  新建工程 

5.2.2 选择芯片 

完成输入【工程名称】之后，点击【新建】，进入【芯片选择】页面，如图 5.2.3 所示：

选择对应芯片型号、烧录方式和适配座型号。 

图 5.2.3  选择芯片 

5.2.3 烧录模式 

完成【芯片选择】操作之后，点击右上角的【OK】，进入【配置】页面，如图 5.2.4 所 

示；  

点击【烧写配置】，编程器提供有两种可选择的烧录模式：【高速模式】和【普通模式】： 

 【高速模式】：必须使用原厂提供的高速 SD 卡，特点烧录速度快；

 【普通模式】：对 SD 卡要求不高，缺点是烧录速度慢；

使用注意： 

 【高速模式】必须使用原厂提供的 SD 卡，可实现快速烧录，提高生产的效率。

 由于两种烧录模式的 SD 卡存储数据方式不同，切换【烧录模式】，编程器软件会
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清空缓冲区数据和分区列表，用户必须要重新调入烧录的数据文件。 

图 5.2.4  烧写配置 

图 5.2.5  烧录模式 

5.2.4 调分区文件 

在【烧写配置】页面，点击【调入文件】按钮： 

注：调入的文件应为 “Partition.mbn” 分区文件。 
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图 5.2.6  点击调入文件 

进入“选择文件”的界面，首先更改设置文件类型(Type)，选择的格式类型：*.mbn： 

图 5.2.7  选择"文件格式" 

在 SD 卡上选中“Partition.mbn” 分区文件： 
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图 5.2.8  选择分区文件 

 “Partition.mbn” 分区文件选好之后，弹出“文件路径设置”对话框，从【分区】看

到，分区文件已被选择： 

图 5.2.9  完成加载分区文件 

“分区”已经完成选择，接着需要加载“Data.bin”数据文件： 

重要说明：数据文件和分区文件在同一个文件夹内，并且文件名字一致，则编程器软件

自动会选中数据文件！ 
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图 5.2.10  加载分区文件 

需在在 SD 卡上重新选择文件类型(Type)，类型为 All file(*.*)，即显示所有的文件；选

中要烧写的镜像数据文件“Data.bin”： 

图 5.2.10  选中要烧写的镜像数据文件“Data.bin” 

分区文件和镜像数据文件都完成选择之后，点击【确定】按钮，数据就会自动加载到编

程器软件的缓冲区上，而分区文件也相应地加载到【烧写配置】的分区列表上： 
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图 5.2.11  “Partition.mbn”、“Data.bin”完成选择 

图 5.2.12  生成缓冲区数据 

返回到【烧写配置】，可看到分区文件加载到分区列表上； 
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图 5.2.13  生成分区列表 

5.2.5 坏块管理方案选择 

完成【调入文件】之后，需要选择对应的坏块管理方案； 

    本操作演示采用的坏块管理方案为跳过坏块方式，所以在【坏块管理】处选择：跳过坏

块。 

图 5.2.14  选择坏块管理方案 

点击左上角的【配置】，则完成数据文件和分区文件的调入，坏块管理方案等配置。 
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图 5.2.15  返回配置，完成文件和坏块管理方案的配置 

5.2.6 通道配置 

在【配置】页面，点击【通道配置】，即可设置通道选择，编程器默认只使能了第一个 

通道，用户批量生产时，需求同时烧录多个芯片，则需要把需求的通道使能上。 

 NandFlash 烧写，目前只支持同步操作模式； 

 

图 3.2.16  通道配置 
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图 3.2.17  通道使能 

5.2.7 保存工程 

   完成【配置】设置后，返回【主界面】，首先要【保存】当前操作的工程文件； 

   重要说明：计算校验和会花费一定时间，为了保证工程文件数据的准确性，建议作计算

校验和；数据检验的值，会在工程文件下面显示，可方便工厂核对校准！ 

图 5.1.22  保存工程 



广州致远电子有限公司

量产型 Flash 编程器 

产品用户手册 ©2018 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.. 

44 

P800Flash

图 5.1.23  计算检验和 

图 5.1.24  数据检验和 

5.3 方式三、读母片方案 

读母片方案，则“母片分析功能”，读母片方案分有两种方式： 

 分析芯片：提供能正常运行的芯片作为母片，把母片放置在编程器的第一个烧录座

上，编程器对芯片内的数据进行读取分析，分析完之后，即可点击量产烧录。

 分析文件：提供镜像数据文件，编程器对数据文件进行分析，分析完之后，即可点

击两次烧录；

重要说明：以芯片进行分析的，最好能确保母片是没有坏块的，这样母片分析会更加准

确，成功率更高；以镜像数据文件进行分析的，请务必先把烧录文件保存在 SD 卡上。 

5.3.1 创建工程 

点击【创建】，即可创建工程，如图 5.3.1 所示： 
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图 5.3.1  主界面 

点击【创建】，进入【新建工程】页面，新建工程名称和工程类型，如图 5.3.2 所示： 

【工程名称】：工程名称由字母和数字组成； 

【工程类型】：存放的工程可以在本机、SD 卡或者 U 盘上； 

图 5.3.2  新建工程 

5.3.2 选择芯片 

完成输入【工程名称】之后，点击【新建】，进入【芯片选择】页面，如图 5.3.3 所示：

选择对应芯片型号、烧录方式和适配座型号。 
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图 5.3.3  选择芯片 

5.3.3 烧录模式 

完成【芯片选择】操作之后，点击右上角的【OK】，进入【配置】页面，如图 5.1.4 所 

示；  

点击【烧写配置】，编程器提供有两种可选择的烧录模式：【高速模式】和【普通模式】： 

 【高速模式】：必须使用原厂提供的高速 SD 卡，特点烧录速度快；

 【普通模式】：对 SD 卡要求不高，缺点是烧录速度慢；

使用注意： 

 【高速模式】必须使用原厂提供的 SD 卡，可实现快速烧录，提高生产的效率。

 由于两种烧录模式的 SD 卡数据存储方式不同，切换【烧录模式】必须要重新调入

烧录文件。

图 5.3.4  烧写配置 
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图 5.3.5  烧录模式 

5.3.4 母片分析 

在【烧写配置】界面，点击【母片分析】，编程器进入母片分析界面，如图 5.3.7 所示： 

图 5.3.6  点击【母片分析】 

重要说明：分析的对象是芯片的，请选择“母片”；分析的对象为数据文件的，请选择

“文件”；本操作演示使用的是芯片，所以选择了“母片”。 
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图 5.3.7  母片分析界面 

重要说明： 

 若用户不清楚母片的文件分区情况下，可以按照默认设置，直接点击【开始分析】

分许母片数据，但前提必须保证母片是没有坏块的；

 若用户清楚了解母片的文件分区情况，可以通过先预设分区，设置好每个分区的起

始块地址；在预设分区环境下，母片分析的成功率会更高一点；

图 5.3.8  预设分区 

点击【开始分析】，编程器会智能分析芯片的数据； 

母片分析完成之后，读取的数据自动导入到编程器软件的缓冲区上，文件分区布局也导

入到【烧写配置】的分区列表上： 
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图 5.3.9  完成母片分析 

图 5.3.10  烧写配置的分区列表 

5.3.5 坏块管理方案选择 

完成【母片分析】之后，需要选择对应的坏块管理方案； 

    本操作演示采用的坏块管理方案为跳过坏块方式，所以在【坏块管理】处选择：跳过坏

块。 
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图 5.3.12  选择坏块管理方案 

    点击【烧写配置】界面左上角的【配置】，则完成坏块管理方案等配置。 

图 5.3.13  返回配置 

5.3.6 通道配置 

在【配置】页面，点击【通道配置】，即可设置通道选择，编程器默认只使能了第一个 

通道，用户批量生产时，需求同时烧录多个芯片，则需要把需求的通道使能上。 

NandFlash 烧写，目前只支持同步操作模式； 
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图 5.3.14  通道配置 

 

图 5.3.15  通道使能 

5.3.7 保存工程 

 完成【配置】设置后，返回【主界面】，首先要【保存】当前操作的工程文件； 

    重要说明：计算校验和会花费一定时间，为了保证工程文件数据的准确性，建议作计算

校验和；数据检验的值，会在工程文件下面显示，可方便工厂核对校准！ 
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图 5.1.22  保存工程 

图 5.1.23  计算检验和 

图 5.1.24  数据检验和 

5.4 方式四、定制方案 

由于 NandFlash 的特殊性，NandFlash 烧录与一般的 Flash 有所不同。当前绝大多数的

NandFlash 烧录，都存在着定制成分，采取简单的烧录手段是不能解决问题的，需要编程器

厂商、用户、方案设计者三方共同合作定制烧录方案。具体操作流程见如下： 
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5.4.1 用户定制流程 

图 5.4.1  定制流程 

重要说明：评估定制烧录方案可行性前，客户需要先详细填写《NandFlash 烧录方案信

息表》，提供相关的说明文档，提供一个熟悉烧录方案的软件工程师作为技术接口人。 

5.4.2 定制烧写方案要素 

编程器烧录 NandFlash，除了编程器能对芯片正常烧写数据外，编程器软件还需要的清

楚以下四大要素： 

1. 分区(Partitioning)：

定义分区的实质是定义数据会如何写入 NandFlash，不同内容的数据写到对应的地址中。

一般用户会有多个区，比如 boot、kernel、fs、user 等分区。 

分区的描述：分区的地址范围（起始块、结束块），镜像文件大小（Image Size）。 

2. ECC：

ECC 存在于 NAND 每页的备用区（Spare Area）中，它允许外部系统发现主区的数据

是否有误。在大多数情况下，ECC 算法可以纠正误码。NandFlash 在使用中也可能会出现坏

块，所以 ECC 是非常有必要的。 

不同的用户会可能会使用不同的 ECC 算法，一般来说 ECC 算法由处理器供应商提供，

如果编程器软件中无这个 ECC 算法，则需要用户提供 ECC 算法源代码。如果用户不使用调

入文件，而是使用读母片的方式烧录，并且无动态数据，则可以不考虑 ECC 算法，因为母

片中的备用区已计算好 ECC，直接将母片的备用区拷贝至其他芯片即可。 

3. 坏块管理：

坏块处理策略定义了在遇到坏块时算法应该如何处理，基本的坏块处理策略有：跳过坏

块、替换表，定制的比如 BBT等！ 

4. 动态数据：

动态数据是根据每颗芯片的具体情况写入不一样的数据，这些数据必须是有固定算法

的，否则无法烧写。烧写这些动态数据则需要定制。 
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6. NandFlash 芯片烧录

6.1 量产烧录 

点击【操作】，进入操作页面，选择【量产】，即可实现批量生产 

图 61  主界面 

图 6.2  量产烧录 

6.2 芯片测试 

为了保证用户批量烧录芯片的安全性，建议用户先烧录几颗芯片，然后上板测试验证； 

验证通过了，先小批量生产测试，再大批量投入生产！ 
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图 6.3  量产烧录 

6.3 日志文件 

 操作日记可以实时记录该工程文件下的所有日期的烧写信息，用户通过查看日记的烧录

信息，可以跟踪或者追溯先前的烧录情况！ 

6.3.1 即时信息  

当烧录失败或者烧录过程中需要知道当前的烧写信息，如上图所示，可以点击右下角的

日志按钮直接查看即时的烧写信息。 

 

图 6.4  即时信息 

6.3.2 Log 文件  

 在烧录工程文件目录下，记录并保存着完整的操作日记文件，用户通过查阅日记文件即

可查看所有时间日期的烧录信息： 

路径如下：\Storage Card\P500_Projects\NandFlash-demo\Temp\LogInfos 里面分别记
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录有 4 个烧录头的烧录信息！ 

图 6.5  Log 文件 
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7. 免责声明

此使用手册的著作权属于广州致远电子有限公司。任何个人或者是单位，未经广州致远

电子有限公司同意，私自使用此手册进行商业往来，导致或产生的任何第三方主张的任何索

赔、要求或损失，包括合理的律师费，由您赔偿，广州致远电子有限公司与合作公司、关联

公司不承担任何法律责任。 

广州致远电子有限公司特别提醒用户注意：广州致远电子有限公司为了保障公司业务发

展和调整的自主权，广州致远电子有限公司拥有随时自行修改此手册而不需通知用户的权

利，如有必要，修改会以通告形式公布于广州致远电子有限公司网站重要页面上。 
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